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Yarimkegirici birlosmolorin niive texnikasinda vo
kosmik todgigatlarda istifads edilmasi genis diapazon-
da yuksok fotohassasliga malik, radiasiyaya davamli
kristallarin alinmas1 va onlar ssasinda fotohassas quru-
luslarin hazirlanmasinin zorurstini dogurur.

Totbiq olunan isda yeni texnologiyanin tatbiqi ila
alinan fotohossas quruluslara miixtalif n6v ionlasdirict
stialanmanin tasirinin dyranilmoasi sahasinds kompleks
todqiqatlar aparilmisdir.

Bu mogsadlo miixtalif ndv siialanma néviindan
8Co gamma kvantlardan, enerjisi E>0.01 MeV (10%!-
10%neyt/sm?) olan sirstli neytronlardan, enerjisi 6 vo
25 MeV (10°-10'%ee/sm?) olan elektronlardan vo hom-
cinin protonlar selindan istifads edilmisdir.

Asqarlanmis vo agqarlanmamis GaSe, InSe, onlar
osasinda alinmig bark mohlullarda, tcgat TIGaSe,,
TlinSe,, habelo homin kristallar osasinda hazirlanmis
fotodiod quruluslarda siialanmadan avval va sonra tad-
qiqat aparilmigdir.

Todgiq olunan isdo GaSe, InSe, TlGaSe; Vo
TlInSe; — monokristallarmin fotoelektrik vo fotolimi-
nessensiya xarakteristikalari olgiilmiigdiir. 2 nov struk-
turlar aragdirilmigdir: In-GaSe-In (1 tip), Sn-GaSe-In(2

tip)

Sokil 2.
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Sokil 1-do GaSe(1tip) fotokegiriciliyinin spektral
ayrilori (1-sualandirilmadan avval,2-qgamma-kvantlar-
la sualanmadan sonra) gostorilmigdir. Sakil 2-do GaSe
(2 tip) kristallarinin fotokesiriliyinin gamma-kvantlarla
stialanmadan avval (1) va sonraki (2) spektral ayrilori
verilmigdir.

Bu tip kristallarda asas maksimum 0,6 mkm ol-
magla fotohassasliq 0,4-0,65 mkm intervalda miayyan
edilmigdir.

Sakil 1-don goriindiyii kimi agqarlanmamig GaSe
nin spektral oyrilori sualanmadan sonra doyismoz qalir.
Sualanmanm dozasinin artmasi ilo fotohossashigq 20-
30% doyisa bilir. GaS:Sn kristallarinda fotohossasliq y-
sualarin yiiksok dozalarinda 40-70% artir.

Neytron siialarinin tasiri naticasinds fotohassas-
ligin doyigmasi gamma- sualarin tasirindon fargli alinir
(sokil 3).
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Sakil 3. Fotohassasligin GaSe (I) vo GaSe(Sn) (2) kris-
tallarina, (0.6mkm-da) neytronlarla siialanma-
dan sonra doza asililiglari(295K).
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Sokil 4. Neytronlarin GaSe(Sn) kristallarina tosirindon
sonraki spektral xarakteristikalar1 (295 K).
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GaSe(Sn) kristallarinda fotohassasliq daha genis 0,36-
0,7 mkm intervalda alinir.

Asqarlanmamis  kristallardan ~ forgli  olaraq
GaSe(Sn) — kristallarinda neytronlarin dozasinin artma-
st ilo foto hossasligin artmasi miisahido olur (40%),
neytronlarla sualandirildigda (10%3n/sm? -fluyens) foto-
hassasliq 80%-o dok artir, daha ylksak 10*n/sm? do-
zalarda fotohsssasliq azalmaga baglayir. GaSe(1) va
GaSe:Sn(2) kristallarinin fotokegiriciliyinin sualanma
dozasindan asililiq ayrilari sokil 5-do verilmisdir.
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Sakil 5.
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Alman naticalor gostorir ki todgiq olunan kristallar 10
n/sm? fliiyensli neytronlarla sualandirdigda biitiin
oblastda fotohossasliq demok olar ki doyismoz qalir,
dozanin artmasi ilo fotohossasliq 40-70% artir, 10

n/sm? fliiyensli neytronlarlarm tesiri naticasinda
hassasliq azalir.
Yol 3=
| s
% L TN //// ’k
-'E U{_ﬂ;ﬁx < \.5
= 0L ]
4
01y 57, it
|3 'f'p\
8| . |
[t i .
sa | ¥ 1y
60 | 'fdi‘ il
| ¢ 4
‘i 4 .
| : '
2|
| .-
0 | ] I : J
03 o4 05 a6 ar
A il —_—
Sakil 6.

Enerjisi 6 MeVolan elektronlarla 10'210%el/cm?
fluyenslorlo kristallar sualandirildigda neytronlarla
sualanma da oldugu kimi fotokegiricilik praktik olaraq
doyismir. Sokildon gorinduyd kimi fliyenslorin
artmas ilo fotokegiricilik —artir.

Sokil 6-vo 7- do enerjisi 6 vo 25 MeVolan
elektronlarla sualandirdigda GaSe kristallarinin (1tip),
(2tip) fotohassasliginin spektral ayrilori gostorilmisdir.
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Gorindlyd Kimi 25 MeV enerjili elekronlarin to-
siri, neytron sualanmadaki (10*n/sm?) naticalorla eyni-
dir, bagqa sozlo desak yiksak fluyenslarls tosir zamani
hossasligin azalmasi miigahido olunur ki, bu da ¢oxlu
sayda radiasiya defektlorinin yaranmast ilo alagedardir,
yani boylk strstli rekombinasiya markazlarinin ya-
ranmast (cald S-tipli), elocads yiik dastyicilarin yiiriik-
lilyiliniin azalmasi ils baghdir.
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Sakil 7.

Fotohossasligin sualanma dozasindan asili olaraq
dayismosi Saboblarini dagiglosdirmek U¢lin - gamma-
kvantlarin, enerjisi 6 vo 25 MeVolan elektronlarin to-
sirindon sonra tadgig olunan monokristallarda (p-
GaSe) osas yiikdasiyicilarin yagama middatinin (tp)
mixtalif név sualanma dozalarindan asililigi Slgiil-
miisdiir (sokil 8).
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Sakil 8

Qamma-kvantlarin (1), enerjisi 6 MeV olan (2)
vo 25 MeV olan (3) elektron siialanmasindan sonra
GaSe -do osas yiikdastyicilarin yagsama miiddatinin
doza asililiglar (295 K).

Muixtolif név sualanmanin kigik dozalarinda T
praktik olaraq doyismoz qalir, orta dozalarda tp-nin 1,5-
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2 dofo artmasi miisahido olunur.Neytronlarin va ener-
jisi 25 MeV olan elektronlarin yiiksok dozalarla tosiri
ilo tp azalir, bu da analoji olaraq fotohassasligin doyis-
masina sabab olur.

Stialanmanin tasiri ilo tp-nin doyisme mexanizmi
p-Si vo n-GaAs kristallarinda alinan naticalarls eynilik
toskil edir.

Alman analoji doyisikliklar fotohassasligin doyis-
moasinin oasas yiikdastyicilarin yagsama miiddatinin do-
yismasi ilo bagh oldugunu siibut edir. inSe monokris-
tallarinda da gamma-kvantlarin va elektronlarin tasiri
ilo aparilan 6lcllor GaSe kristallarinda alinan natico-
lorlo Gst-lsto diigiir.

Sokil 9-da gamma kvantlarla siialanmadan sonra
InSe(Ag) kristallarinin spektral syrilor verilmisdir.
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Sakil 9.

Ugqat yarimkegiricilordo do (TIGaSe, TlinSe;)
gamma-kvantlarin, elektron va neytronlarin tasiri dyro-
nilmisdir, vo miayyan edilmisdir ki, bu birlogsmalordo
do ikigat kristallarda (GaSe, InSe) alinan naticalora
uygun analoji effektlor alinmigdir. Biitiin bunlar bir
daha siibut edir ki, sualanmanin layl kristallara tosiri
eyni rekombinasiya mexanizminin vo eyni tobistli qu-
rulug defektlorinin miimkiin oldugunu gostarir.

Qamma-kvantlarin, elektron vo neytronlarin tasiri
ilo tadgiq olunan kristallarin fotoliiminessensiyasi 0y-
ronilmisdir. Muxtolif név radiasiyanin fotoliiminessen-
siya spektrlarine tosiri muxtalif temperaturlarda 6lgul-
miigdiir (Sokil 10).

GaSe monokristallarinda fotoliiminessensiya - ay-
rilori (1- sualanmadan avval, 2-gamma -kvantlarla sua-
lanmadan sonra).

295 K-do asas hun=1,38 eV maksimumu mioy-
yan edilmis, gamma -kvantlarin tasiri ilo 80 K-do olava
2 yeni hvm=0,83 eV vo hump=1,72 eV maksimumlar
alinmigdir. Sualanmanin tasiri ilo homin maksimum-
larin hvn=1,72 eV vo huy=0,83 eV-in intensivliyinin
artmasi radiasiya noticasinds yaranan defektlorin yer-
dayismasi ils izah olunur, bagqa s6zlo sualandirma mar-
kazlorinin yaranmast ilo slagadardir.

GaSe va TlInSe; monokristallar osasinda hazir-
lanmis hassas diod quruluslari hazirlanmig vo onlara
mixtolif név radiasiyanin tosiri Oyronilmisdir. GaSe
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osasinda hazirlanmis fotodiodlarin diizlondirici xusu-
siyyatlori miioyyan edilmis, volt-amper, volt-farad xa-
rakteristikalar1 6l¢iilmiis, vo onlara mixtslif név ion-
lasdiric1 sualanmanin tasiri todqiq olunmusdur.

Alinmis hassas quruluslarin elektrik, fotoelektrik
Vo lyuminessensiya xarakteristikalarina miixtolif suala-
rin tasiri tadqiq edilmisdir.
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Sakil 10.

GaSe vo TlInSe; kristallar1 asasinda hazirlanmig
fotodiodlarin radiasiyaya davamliligi miisyysn edil-
migdir. GOstorilmisdir ki, sualanma zaman fotohassas-
ligin dayismosi udulan dozadan ve tadgiq olunan Kris-
tallarin fiziki parametrlorindon asilidir.

Enerjisi 6 MeV olan elektronlarla sualanma foto-
hossasligin artmasina sabab olur, enerjisi 25 MeV olan
elektronlar vo neytron sualanmasinda oldugu kimi has-
sashigin azalmasi miisahids olunur.

Alnan naticalordan goriiniir ki, biitiin név sualan-
ma Uc¢n kritik doza misyyan edilib ki, ondan kigik
dozalarda fotohassasligin artimi miisyyan olunur, bu
iso qurulus defektlorin yerdoyismasi yani fotohossas
morkazlorin yaranmasi ilo baghdir, va geyri tarazlig-
daki yiik dastyicilarin yasama miiddatinin vo fotohassas
morkoazlarin konsentrasiyasinin artmast ils izah olunur.

Beloliklo, miixtslif nov ionlasdiric siialarn: gam-
ma kvantlarin, enerjisi E>0,01 MeV olan siratli
neytronlarin, enerjisi 6 vo 25 MeV olan elektronlarin
ANBVI AMBIMC,V! — tipli layh kristallara vo onlar asa-
sinda hazirlanmig hassas quruluglara tosirinin éyranil-
moasi naticasindo miioyyon edilmisdir ki, hor bir név
stialanmanin homin quruluglarin elektrik, fotoelektrik
vo liminessensiya xassalorino tosiri siialanma doza-
sindan asili olaraq ti¢ asas hissays ayrilir:

Layli monokristallar sualanmanin Ki¢ik dozala-
rinda radiasiyaya davamlidir, bu fotogsbuledicilar,
inneksiyali fotodiodlar hazirlamaga imkan verir; orta
dozalar fotohossasligin vo lliminessensiya intensiv-
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liyinin artmasina gotirir Ki, bu da gdstarilon element-
lorin texniki parametrlorinin yaxsilagdirilmasina imkan
verir, ¢cox yiksok dozalarda iso fotohassasligin vo
liminessensiyanin miioyyan godor azalmasi klassik ya-
rimkegiricilorlo (Si, Ge) migayisads oldugca az faiz
toskil edir, bu iso radiasiyaya davamli gevricilor hazir-
lanmasina imkan verir.
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Aparilan  todgigatlarm  naticalori  A"'BV'vo
AMBMC,V!-tipli layli kristallarasasinda ultrabandvsayi,
gorlinan vo yaxin infraqirmizi oblastda isloyan, radia-
siyaya davamli fotohossas quruluslar (fotogobuledici-
lor, injeksiyali fotodiodlar vo s.) hazirlamaga imkan
verir.



